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Гражданские и военные тенты со встроенными СБ 
  
 
  

 

Сегодня мало кого можно удивить наличием солнечных батарей, встроенных в одежду. 
Но авторы этого решения действительно постарались на славу. Исследователи из 
университета Айовы (Iowa State University) создали полноценный деловой костюм на 
солнечных батареях. Стильные любители альтернативной энергии должны по 



достоинству оценить все преимущества пиджака и галстука, оборудованных солнечными 
батареями.  
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПЛАНА ПОДГОТОВКИ БАКАЛАВРОВ 
 

№ Название дисциплины Семе- 
стры 

Объем 
в часах

Объем 
в %

1 Нормативная часть 1-8 5616 66,1 
1.1 Гуманитарные и социально-экономические дисциплины 1-7 684 8,1 
1.2 Фундаментальные дисциплины 1-7 2916 34,3 
1.2.1 Высшая математика 1-4 792  
1.2.2 Общая физика 1-4 756  
1.2.3 Информатика 1, 2 396  
1.2.4 Общая химия 2 144  
1.2.5 Основы программир. и информацион. технологий 3, 4 324  
1.2.6 Экология 5 72  
1.2.7 Теория поля и квантовая механика 6 216  
1.2.8 Физика твердого тела 7 216  
1.3 Цикл профессиональной и практич. подготовки 1-8 2016 23,7 
1.3.1 Начертательная геометрия и инженерная графика 1,2 180  
1.3.2 Введение в специальность 1 32  
1.3.3 Теория электронных цепей 3 180  
1.3.4 Аналоговая схемотехника 4 144  
1.3.5 Цифровая схемотехника 5 144  
1.3.6 Материалы микро- и наноэлектроники 6 216  
1.3.7 Метрология 6 108  
1.3.8 Микропроцессорная техника 6 144  
1.3.9 Безопасность жизнедеятельности. Охрана труда 6 108  
1.3.10 Технологические основы электроники 7, 8 360  
1.3.11 Твердотельная электроника 7 108  
1.3.12 Экономика предприятий 7 108  
1.3.13 Электроника дефектов в полупровод. материалах 8 144  
2 Дисциплины по выбору 2-8 1692 19,9 
2.1 Дисциплины по выбору ВУЗа 2-8 1692 19,9 
2.1.1 Гуманитарные и социально-экономические дисциплины 2-5 252 3,0 
2.1.2 Цикл профессиональной и практич. подготовки 3-8 1440 16,9 
2.1.2.1 Вычислительная математика 3 108  
2.1.2.2 Кристаллическая структура твердого тела 4 108  
2.1.2.3 История науки и техники 5 72  
2.1.2.4 Методы исследования структуры материалов 5 180  
2.1.2.5 Химия материалов и фазовые превращения 5 216  
2.1.2.6 Математическая физика 5 144  

2.1.2.7 
Электронные устройства измерения и согласо-
вания сигналов 

6 144  

2.1.2.8 Преобразователи сигналов и интерфейсы 7 144  
2.1.2.9 Физические основы оптоэлектроники 7 108  
2.1.2.10 Физические методы исследования материалов 8 148  
2.1.2.11 Вероятностные основы обработки данных 8 72  
 Семестровый контроль, практика, дипломное 

проектирование 
 1118 14,0 

 Всего  8496 100,0 
 Физическое воспитание 1-7 1008  
 Военная подготовка 5-8 684  



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПЛАНА ПОДГОТОВКИ 
СПЕЦИАЛИСТОВ 

 

№ Название дисциплины Семе- 
стры 

Объем 
в часах

Объем 
в %

1 Нормативная часть 9, 10 900 27,8 
1.1 

Цикл профессионально ориентированной гуманитарной 
и социально-экономической подготовки 

9 72 2,2 

1.2 
Цикл естественно-научной, профессиональной 
и практической подготовки 

9, 10 828 25,6 

1.2.1 Интеллектуальная собственность 9 72  
1.2.2 Гражданская оборона 9 72  

1.2.3 
Компьютерное моделирование физич. и техно-
логических процессов микро- и наноэлектроники 

9 216  

1.2.4 
Физические основы технологии для микро- и 
наноэлектроники 

10 180  

1.2.5 Актуальные физические проблемы электроники 10 216  
1.2.6 Охрана труда в отрасли 10 72  
2 Дисциплины по выбору 9, 10 828 25,6 
2.1 Дисциплины по выбору ВУЗа 9, 10 828 25,6 
2.1.2 Цикл естественно-научной, профессиональной 

и практической подготовки
9, 10 828 25,6 

2.1.2.1 
Специализация 7.05080101-01 Слоистые 
приборные структуры для микро- и 
наноэлектроники 

 828  

2.1.2.1.1 
Физическое материаловедение для микро- и 
наноэлектроники 

9, 10 432  

2.1.2.1.2 
Физические свойства и современные методы 
исследования полупроводниковых микро- и 
наноразмерных структур 

9 216  

2.1.2.1.3 Изделия микро- и наноэлектроники 10 180  

2.1.2.2 
Специализация 7.05080101-02 Физика и 
технология преобразователей энергии элек-
тромагнитного излучения

 828  

2.1.2.2.1 
Физическое материаловедение полупроводни-
ковых приборных структур 

9, 10 432  

2.1.2.2.2 
Физические свойства и современные методы 
исследования полупроводниковых структур 

9 216  

2.1.2.2.3 
Полупроводниковые фотоэлектрические преоб-
разователи 

10 180  

 Семестровый контроль  216 6,7 
 Научно-исследовательская работа  216 6,7 
 Преддипломная практика  432 13,3 
 Комплексный экзамен  108 3,3 
 Дипломное проектирование  540 16,7 
 Всего  3240 100,0 

 
 
 
 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПЛАНА ПОДГОТОВКИ 
МАГИСТРОВ 

№ Название дисциплины Семе- 
стры 

Объем 
в часах

Объем 
в %

1 2 3 4 5 
1 Нормативная часть 9-11 1476 34,2 
1.1 

Цикл профессионально ориентированной гуманитарной 
и социально-экономической подготовки 

9-11 432 10,0 

1.2 
Цикл естественно-научной, профессиональной 
и практической подготовки 

9-11 1044 24,2 

1.2.1 Интеллектуальная собственность 9 72  
1.2.2 Гражданская оборона 9 72  

1.2.3 
Компьютерное моделирование физич. и техно-
логических процессов микро- и наноэлектроники 

9 216  

1.2.4 
Физические основы технологии для микро- и 
наноэлектроники 

10 180  

1.2.5 Актуальные физические проблемы электроники 10 216  
1.2.6 Охрана труда в отрасли 10 72  

1.2.7 
Методология и организация научных иссле-
дований 

11 72  

1.2.8 
Основы нанохимического электронного инже-
ниринга 

11 144  

2 Дисциплины по выбору 9-11 1116 25,8 
2.1 Дисциплины по выбору студентов 9-11 1116 25,8 
2.1.2 Цикл естественно-научной, профессиональной 

и практической подготовки
9-11 1116 25,8 

2.1.2.1 
Специализация 8.05080101-01 Слоистые 
приборные структуры для микро- и 
наноэлектроники 

 1116  

2.1.2.1.1 
Физическое материаловедение для микро- и 
наноэлектроники 

9, 10 432  

2.1.2.1.2 
Физические свойства и современные методы 
исследования полупроводниковых микро- и 
наноразмерных структур 

9 216  

2.1.2.1.3 Изделия микро- и наноэлектроники 10 180  

2.1.2.1.4 
Современные методы изготовления приборных 
наноструктур 

11 216  

2.1.2.1.5 
Оптические методы контроля многослойных 
наноструктур 

11 72  

2.1.2.2 
Специализация 8.05080101-02 Физика и 
технология преобразователей энергии элек-
тромагнитного излучения

 1116  

2.1.2.2.1 
Физическое материаловедение полупроводни-
ковых приборных структур 

9, 10 432  

2.1.2.2.2 
Физические свойства и современные методы 
исследования полупроводниковых структур 

9 216  

2.1.2.2.3 
Полупроводниковые фотоэлектрические преоб-
разователи 

10 180  

2.1.2.2.4 
Разработка новых КТР и методов аттестации 
преобразователей энергии электромагнитного 
излучения 

11 216  



1 2 3 4 5 

2.1.2.2.5 
Пленочные оптоэлектронные приборные струк-
туры 

11 72  

 Семестровый контроль  324 7,5 
 Научно-исследовательская работа  324 7,5 
 Научно-исследовательская практика  432 10,0 
 Комплексный экзамен  108 2,5 
 Дипломное проектирование  540 12,5 
 Всего  4320 100,0 

 


